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Resumo

Neste trabalho serao apresentados os procedimentos
experimentais adotados para a caracterizacao do fenomeno de
chaveamento de resisténcia o qual refere-se as mudancas
reversiveis na resisténcia elétrica estimulada por campos elétricos
externos.

Introducao

RS (resistive switching ou chaveamento de resisténcia) refere-se ao fendomeno
fisico através do qual a resisténcia de um material dielétrico muda em resposta da
aplicacao de um forte campo elétrico externo. Difere do dielectric breakdown
phenomena, o qual resulta na reducao permanente da resisténcia (e,
em muitos casos, danos irreparaveis na amostra) ja que nao € possivel voltar para
o estado original. O processo de RS € reversivel e pode ser repetido inumeras
vezes. tipicamente, a mudanca na resisténcia € nao volatil, essa carateristica impulsou
o estudo de chaveamento de resisténcia para sua utilizacao em dispositivos de
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Sistema tipico Metal/Isolante/Metal
nanoestruturado. Espessura do
isolante entre 10nm e 1000nm.

(a) Uma célula de oxido no estado
primario.

(b) O caso onde pontos de baixa
resisténcia estao distribuidos
uniformemente no material, o)
decréscimo de resisténcia nao é
significativo.

(c) O caso em que apenas a interface
da célula se torna condutora, ainda
restando um alta resisténcia.

(d) O caso onde criam-se regioes
filamentadas de baixa resisténcia. E o
método mais efetivo para baixar a
resisténcia do oxido.
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Instrumentacao

* Gerador de pulsos Agilent 33220.

« Unidade de medicao de corrente/tensao U2722A USB modular source measure unit

- Agilent/Keysight).

‘Porta-amostra baseado em ponta de contato para fazer a conexao elétrica com a

amostra.

« Comutador mecanico controlado digitalmente (relay shield for Arduino v 2.1 -
DFROBOT), para desconectar a fonte de aplicacao do pulso do sistema de medida de

resisténcia.

« O sistema incorpora um controlador Arduino Leonardo para controlar a comutacao.

« O programa de controle e aquisicao € desenvolvido na plataforma VEE (Agilent) que 30“_

integrara todos os componentes do sistema.

Conclusoes e sequéncia do trabalho

v Atualmente o sistema de medicao esta em processo de finalizacao.

v Na sequéncia sera incorporado ao sistema um eletroima para a realizacao de
medidas com amostras dentro de campos magneticos controlados.

v'A analise estatistica dos dados devera ser incorporada para determinar parametros

Metodologia

METOLOGIA: Desenvolveu-se um sistema para aplicar um pulso de voltagem com duracgao,
amplitude e polaridade definidas na amostra (dielétrico) e, apds, medir a resisténcia
eletrica do material. O sistema possibilita realizar curvas de corrente vs tensao para

verificacao de histereses e transicoes na resisténcia,

aplica pulsos sucessivos com

amplitude crescente para identificar o potencial de conformacao e aplica uma sucessao de
pulsos com amplitude e duracao controlaveis. Apos cada pulso o sistema deve registrar a
resisténcia elétrica e quantificar a variacao. As informacdes deverao ser organizadas para
interpretacao das melhores condicoes em que as transicoes sejam robustas e ocorram de
forma sistematica. O contato elétrico € feito com uma ponta de tungsténio conectadas na
superficie da amostra e o outro contato no eletrodo inferior. A area da ponta de tungsténio
feita por eletropolimento € da ordem de 1um?Z.

Resultados preliminares
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(e) Arduino Leonardo.

(f) E (g) Parte do programa
de controle desenvolvido na
plataforma VEE (Agilent).
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indicadores meéedios dos processos de chaveamento e devem ser correlacionados com
0os parametros dos pulsos de controle.

Tensao (V)

Curvas de corrente versos tensao em amostras
de oxido de cobre mostrando caracteristicas de
tunelamento e progressao dos parametros de

conducao com o numero de ciclo das medidas.

tempo

Curvas de resisténcia versus tempo para
potencial de 15 V. A diminuicao segue uma
dependéncia exponencial com o tempo até o
momento em que se observa a reducao
abrupta da resisténcia, em um tipico processo
de conformacao.



